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1. S｡1本鎖の基底状態と欠陥の電子一格子構造









センの lbondまわりの回転ポテンシャルは2面角が約 1800大きいところにもう1つの 極小
値をもち,そのkinkラセンのエネルギー差は小さい｡またChain末端は,中性2重項2C告
負イオン1重項 1cT,正イオン1重項 1Cておよび3重項 3cTの4種が可能である｡ 2C号は
4原子のzig-zag構造, 1cTはラセン, 1cTは4原子のzig-zag, 3cTは3原子が鋭角三角
形をなしている｡ n型polaron2p~はラセン構造を保った格子変形をするが, p型polaron









池 本 弘 之
アモルファスカルコゲン系半導体では光照射により吸収端付近の光吸収スペクトルが低エネ
ルギー側-移動する所謂光黒化現象が観測される｡本研究ではその微視的機構を明らかにする
ため,最も単純なカルコゲン系半導体であるセレンをとりあげ,光異化現象に対する圧力 ･温
度の影響を調べた｡
光吸収スペクトルの測定は,サファイアの光学窓を備えたマレー ジング鋼製の高圧セルを用
いて行った｡圧力媒体としてはHeガスを使用した｡測定温度範囲は室温から液体窒素温度ま
で,また圧力範囲は lbarから1000barまでであった｡
実験から得られた主たる結果は以下のとおりである｡
(1)液体窒素温度ではアモルファスセレン(a-Se)のバンドギャップは室温に比べて0.1eV
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